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※概要（Summary ）： 

水晶ウェットエッチングにおいて，結晶方位による

エッチング速度の差が 100 倍以上と非常に大きく，現

れる結晶面もシリコンと比較すると非常に多いため，

エッチング後の形状が予想もつかない歪な形状にな

ることがある。そこで，エッチング後の形状を予測す

るための水晶エッチングシミュレータの開発を進め

ている。ここでは，シミュレータのデータベースとな

る水晶結晶の全方位のエッチング速度取得を目標に

研究を行なっている。具体的には，エッチング装置の

テストとエッチング速度測定用サンプルの製作の2つ

について実験を行なった。 

 

※実験（Experimental）： 

水晶ウェハに貫通穴を設け，エッチング後にその穴

がどの方向にどれだけ広がったかを計測することで

エッチング速度が計算できる。そのため，測定用サン

プルには，数パターンの穴及び，目盛りがパターニン

グされている。初めに，フォトマスクの設計と製作を

行なった。その後，フォトリソグラフィの設備を利用

し，3 種類の金属マスクを用いて水晶ウェハ上にパタ

ーンを形成した。最終的に，開発したエッチング装置

の動作テストも兼ねて水晶のエッチング実験をドラ

フト内で合計 16 時間行い，データを取得した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

水晶のエッチング結果より，エッチング速度と方位

の関係が明らかにできた(写真)。また，予想していた

エッチング速度よりも，実際の値が大きいことが判明

したため，フォトマスク設計の見直しをする必要性が

見つかった。また，金属マスクの耐薬品性の確認も行

うことができた。エッチング装置の動作結果からも，

エッチング液の温度変動など数々の貴重なデータを取

得することができ，今後の開発の足がかりを得ることが

できた。 
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